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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η οξειδωτική αφυδρογόνωση του προπανίου (C3H8) με διοξείδιο του άνθρακα  (ODP-CO2) έχει 
προκαλέσει πρόσφατα το ενδιαφέρον ως μια εναλλακτική μέθοδος παραγωγής προπυλενίου 
(C3H6), το οποίο αποτελεί βασική πρώτη ύλη στη χημική βιομηχανία, με την παγκόσμια ζήτησή 
του να αυξάνεται συνεχώς[1]. Ανάμεσα στους καταλύτες που έχουν αναπτυχθεί για την αντίδραση 
ODP-CO2, οι υποστηριγμένοι καταλύτες Ga2O3 παρουσιάζουν υψηλή ενεργότητα και απόδοση ως 
προς C3H6 (YC3H6) οι οποίες επηρεάζονται σημαντικά από τη φύση του υποστρώματος[1,2]. Ανάλο-
γα με τις φυσικοχημικές ιδιότητες του καταλύτη και τις λειτουργικές συνθήκες αντίδρασης, οι 
παράπλευρες αντιδράσεις υδρογονόλυσης του C3H8 και διάσπασης των C3H8 και C3H6 πιθανό να 
λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα οδηγώντας σε χαμηλές αποδόσεις και εναπόθεση άνθρακα. Επομέ-
νως, η ανάπτυξη ενεργών και εκλεκτικών καταλυτών καθώς και η βελτιστοποίηση των λειτουργι-
κών παραμέτρων κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων C3H6. 
Στην παρούσα εργασία μελετάται η επίδραση της φύσης του υποστρώματος (Al2O3, TiO2, SiO2) και 
των λειτουργικών συνθηκών στη συμπεριφορά υποστηριγμένων καταλυτών Ga2O3 (10 wt.%) για 
την αντίδραση ODP-CO2. Οι καταλύτες παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού 
και χαρακτηρίστηκαν με τις τεχνικές BET, XRD, CO2-TPD, TEM και SEM. Η καταλυτική συμπεριφο-
ρά μελετήθηκε χρησιμοποιώντας τροφοδοσία αποτελούμενη από 5%C3H8+25%CO2/He. Βρέθηκε 
ότι η μετατροπή του C3H8 (ΧC3H8) αυξάνεται με αύξηση της θερμοκρασίας, με τον καταλύτη Ga2O3-
Al2O3 ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλότερη βασικότητα να παρουσιάζει βέλτιστη συμπεριφο-
ρά. Το YC3H6 αυξάνεται ακολουθώντας τη σειρά TiO2<SiO2<Al2O3 για Τ<660 oC, ενώ σε υψηλότερες 
θερμοκρασίες η σειρά τροποποιείται ως εξής Al2O3<TiO2<SiO2. Η αύξηση του λόγου CO2:C3H8 από 
1 σε 10 δεν επηρεάζει σημαντικά την καταλυτική συμπεριφορά. Αντιθέτως, οι ΧC3H8 και YC3H6 βελ-
τιώνονται σημαντικά μειώνοντας τη ταχύτητα χώρου από 51600 σε 5160 h-1. Οι καταλύτες Ga2O3-
TiO2 και Ga2O3-SiO2 παρουσιάζουν εξαιρετική σταθερότητα για ~30h αντίδρασης στους 660 και 
710 οC. Αν και ο καταλύτης Ga2O3-Al2O3 παρουσίασε ικανοποιητική σταθερότητα στους 710 οC, 
βρέθηκε ότι απενεργοποιείται σταδιακά με το χρόνο στους 600 οC. Εικόνες SEM που ελήφθησαν 
σε χρησιμοποιημένους καταλύτες έδειξαν υψηλότερη εναπόθεση άνθρακα όταν το Ga2O3 δια-
σπείρετε σε φορέα SiO2. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η κατάλληλη επιλογή καταλύτη και 
λειτουργικών συνθηκών μπορεί να οδηγήσει σε υψηλές και σταθερές αποδόσεις C3H6 μέσω της 
αντίδρασης ODP-CO2. 
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